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摘 要

由於目前各種電子電路逐漸積體化的趨勢，使得相關之電磁相容研究漸漸往積體電路方向發展；然而，對於積體電路端的

量測技術，則須開發尺寸更精微的測試探棒來精確地量測相關的輻射位準。而除了雜訊輻射場強會隨距離快速衰減之外，

晶片端之輻射場強因小尺寸之故，相較於一般電子電路的輻射場強更為微弱，導致在探測時會有位準不容易偵測的困難。

為解決此一問題，本研究重點乃為微型測試探棒設計一寬頻的前置放大電路，提升量測時的靈敏度，以達到將微弱訊號放

大的效果，來獲得在執行相關量測工作時的準確性。 　　本研究將針對相關輻射測試標準之頻帶(30MHz�1GHz）設計一

寬頻低雜訊放大器，其中所使用的主動元件為英飛凌（Infineon Technologies AG）公司生產的電晶體（BFP420），搭配高

頻電路設計軟體（Advanced Design System 2004A）及依據射頻電路的相關原理下去進行阻抗匹配。此頻段之阻抗匹配採用

表面黏著元件（SMD）的集總元件，並將全部電路製作於FR4印刷電路板上，最後將整體的電路利用網路分析儀、頻譜分

析儀、雜訊指數分析儀，量測其整體電路參數，最後並根據IEC 61967-3、661967-6等相關IC EMC標準之校正程序，將其

與量測探棒整合並使用頻譜分析儀來進行比較驗證。
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